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１．概要（Summary） 

電気自動車用等の小型・省電力化を目的として Siに代

わって SiCを用いた耐熱半導体モジュールの開発が注目

されている。（Fig.1） 接合の耐熱信頼性を図るため高融

点金属である Ni を用いたメッキ接合の研究を進めている。

今回 Ni マイクロメッキ接合の接合強度評価と微細組織の

観察評価を行った。 

 

Fig. 1 Trend of Power Device  

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

 走査型電子顕微鏡、ダイシングソー、酸化炉、レーザー

マイクロスコープ、マスクアライナ、スピンコータ 

【実験方法】 

 基板上に山形リードフレームを接触固定したものにスル

ファミン酸浴を用いて Ni メッキ接合を形成した。その後シ

ェアテスターによりシェア強度を測定した。結晶方位の観

察は SEM-EBSD法を用いた。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig.2 に各種の接合強度の比較を示す。山形リードフ

レームを用いためっき接合のシェア強度は従来のはんだ

と比較して強固な結合であることが確認できた。 

また Fig.3 にスルファミン酸浴を用いて析出させためっ

き膜の結晶方位マップの観察例を示す。添加剤を加える

ことにより結晶粒が大きく成長し、柱状晶の緻密な結晶で

あることが分かった。 

 

Fig. 2  Comparison of shear strength of each methode.    

 
(a) Without additive      (b) With additive and stress   

                       relaxation agent 

Fig. 3  Comparison of Ni plating surface with and without 

additive.   
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